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(54) Metallleiterplatte und Verfahren zur Herstellung 


(57) Es wlrd eine Leiterplatte vorgeschlagen, die 
aus elektrisch und/oder thermisch leitenden Schichten 
aufgebaut ist, die sich mit isolierenden Schichten 
abwechseln. Die elektrisch und/oder thermisch leiten- 
den Schichten (4.10) sind miteinander Qber senkrechte 
Durchkontaktierungen (6,7,8) elektrisch und/oder ther- 
misch leitend verbunden: Weiterhin sind die innerhalb 


der Leiterplatte angeordneten elektrisch und/oder ther- 
misch leitenden Schichten mit einem besonders groSen 
Querschnitt versehen, wodurch ein effizi enter WSrme- 
transport in horizontaler Richtung der Leiterplatte 
ermOglicht wird. 
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zweite Lerterstruktur und die dritte und/oder die vierte 
Schicht uber mindestens eine Durchkontaktierung ther- 
misch und/oder elektrisch miteinander verbunden sind. 



EPO 


Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einer Leiterplatte nach 
der Gattung des Hauptanspruches. Es ist von der Firma 
Fuba, "Fuba Aktueir, 1/89, Seite 6, eine Leiterplatte mit 
einem Metallkern als leitende Schicht bekannt. Der 
Metalikern weist eine Dicke von 300 jim bis zu 1200 jim 
auf und ist mit elektrisch isolierten Durchkontaktierun- 
gen versehen. Der Metallkern ist auf seiner Ober- und 
Unterseite mit jeweils einer Isolierschicht bedeckt. Die 
Hersteilung der Leiterplatte ist verhaitnismSBig aufwen- 
dig, da fur jede Durchkontaktierung ein Loch in den 
Metallkern gebohrt werden muB. 

Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Leiterplatte mit den Merk- 
malen des Hauptanspruchs hat demgegenuber den 
Vorteil, daB die leitende Schicht und das erfindungsge- 
maBe Verfahren zur Hersteilung der Leiterplatte nach 
Anspruch 6 haben demgegenuber den Vorteil, daB mit- 
hilfe eines Atzverfahrens LGcher fur die Durchkontaktie- 
rungen in die als leitende Schicht ausgebildete dritte 
Schicht eingebracht werden. Dieses Verfahren ist ein- 
fach auszufuhren und besonders kostengunstig. Auf 
diese Weise kGnnen LScher in beliebiger Form in die 
dritte Schicht eingebracht werden. Damit kann die Form 
der Locher und damit die Form der Durchkontaktierun- 
gen der erforderlichen Warmeableitung angepaBt wer- 
den. Somit ist es auf kostengunstige Weise mfiglich, 
eine Leiterplatte mit einem Metallkern, der zur Warme- 
ableitung verwendet wird, herzustellen. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ver- 
besserungen der im Hauptanspruch angegebenen Lei- 
terplatte und des im Anspruch 6 angegebenen 
Verfahrens zur Hersteilung der Leiterplatte mdglich. Die 
dritte Schicht weist vorzugsweise eine Dicke von maxi- 
ma! 200 \im auf. Bei einer Dicke bis zu 200 ftm kann die 
dritte Schicht noch mittels Atzverfahren einfach und 
kostengunstig hergestellt werden und ist gleichzeitig fur 
eine Warmeabfuhr ausreichend dick ausgebiidet. 

Die Warmeableitung wird verbessert, indem auf der 
ersten und zweiten Isolationsschicht eine erste 
und/oder eine zweite Leiterstruktur aufgebracht ist, die 
auch Warme leitet. Dadurch wird ein Transport der 
Warme in seitlicher Richtung verbessert. 

Eine bevorzugte Ausfuhrung der Leiterplatte 
besteht darin, eine vierte thermisch leitende Schicht 
anzuordnen. Diese Ausfuhrung stellt eine optimierte 
Leiterplatte in Bezug auf den Herstellungsaufwand und 
der damit erreichten Warmeleitung der Leiterplatte dar. 
AuBerdem konnen die erste und die zweite Leiterstruk- 
tur mithilfe der dritten und der vierten Schicht auf unter- 
schiedliche elektrische Potentiale gelegt werden. 

Eine Verbesserung der Warmeleitung in senkrech- 
ter Richtung wird erreicht, indem die erste und die 


5 Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung naher erlSutert. Es zeigen Figur 1 eine 
10 Leiterplatte mit einem Leistungsbauelernent und Figur 2 
eine besondere Ausfuhrung der Leiterplatte. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiel e 

75 Figur 1 zetgt eine Leiterplatte 1, auf deren Ober- 
seite eine erste Leiterstruktur 2 angeordnet ist. Die Lei- 
terstruktur 2 weist mindestens eine elektrische Leitung 
auf, die zur elektrischen Kontaktierung des Leistungs- 
bauelementes Oder weiterer nicht dargestellter elektri- 

20 sche Bausteine verwendet wird. Unter der ersten 
Leiterstruktur 2 ist eine erste Isolationsschicht 5 einge- 
bracht. Nach der ersten Isolationsschicht 5 folgt eine 
dritte Schicht 4, die ebenfalls elektrisch und thermisch 
leitend ist. Auf die dritte Schicht 4 folgt eine zweite Iso- 

25 lationsschicht 15. Auf die Isolationsschicht 15 ist eine 
zweite Leiterstruktur 3 aufgebracht. 

Die erste Leiterstruktur 2 ist uber zwei durchge- 
hende erste Durchkontaktierungen 6 mit der zweiten 
Leiterstruktur 3 und der dritten Schicht 4 elektrisch und 

30 thermisch leitend verbunden. In einer einfachen Ausfuh- 
rung reicht eine erste Durchkontaktierung 6 aus. Uber 
den Verbindungsstellen der ersten Durchkontaktierun- 
gen 6 mit der ersten Leiterstruktur 2 ist ein Leistungs- 
bauelernent 9 aufgebracht 

35 Weiterhin ist die erste Lerterstruktur 2 vorzugsweise 
uber z.B. zwei parallele zweite Durchkontaktierungen 8 
mit der dritten Schicht 4 elektrisch und thermisch leitend 
verbunden. Die dritte Schicht 4 ist vorzugsweise uber 
z.B. zwei parallele dritte Durchkontaktierungen 7 mit der 

40 zweiten Leiterstruktur 3 elektrisch und thermisch leitend 
verbunden. Die dritte Schicht 4 bef indet sich in der Mitte 
der Leiterplatte 1 und weist im Vergleich zu der ersten 
und der zweiten Leiterstruktur 2, 3 einen groBeren 
Querschnitt auf. Die erste, zweite Leiterstruktur und die 

45 dritte Schicht 2, 3, 4 sind beispielsweise aus Kupfer 
gebildet. Die erste und zweite Isolationsschicht 5,15 
bestehen aus Leiterplattenmaterial. 

Die erste und die zweite Leiterstruktur 2,3 weisen 
vorzugsweise eine Dicke von 30|xm, die erste und die 

so zweite Isolationsschicht 5, 15 eine Dicke von 85^xm, die 
dritte Schicht 4, die den Metallkern darstellt, weist vor- 
zugsweise eine Dicke von bis zu 200 \ixr\ auf. 

Da die dritte Schicht 4 nur eine Dicke von bis zu 200 
jim aufweist, konnen die Locher fur die Durchkontaktie- 

55 rungen mithilfe fotolithographischer Verfahren und mit- 
hilfe von Atzverfahren in die dritte Schicht 4 eingebracht 
werden. Bis zu einer Dicke der dritten Schicht von 
200(im reicht ein einseitiges Atzverfahren aus. In Leiter- 
platten, die einen besonders hohen Warmetransport 
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ermeglichen sollen, wird die dritte Schicht 4 in einer 
Dicke von 200p.m bis zu 400^m ausgebildet Bei einer 
Schichtdicke von 200 \im bis zu 400 \im werden zum 
Einbringen der L6cher zweiseitige Atzverfahren einge- 
setzt. Die Ldcher fur die Durchkontaktierungen weisen s 
vorzugsweise einen Durchmesser von 0,3 bis 0,6 mm 
auf. Aus den geatzten Schichten 4 werden mit bekann- 
ten Verfahren Leiterplatten hergestellt Der Vorteil der 
geringen Schichtdicken von bis zu 100 \im bis 200pm 
bzw. von 200n,m bis zu 400jim besteht darin, daB die w 
Schichtdicken einen ausreichenden Warmetransport 
zur Kuhlung von Bauelementen ermSglichen und die 
LGcher fur die Durchkontaktierungen in die Schichten 
mittels einfacher Atzverfahren eingebracht werden. 

Die Anordnung nach Figur 1 funktioniert wie folgt: is 
Uber die ersten, zweiten und dritten Durchkontak- 
tierungen 6, 8, 7 wird Warme, die vom Leistungsbauele- 
ment 9 erzeugt wird, von der Oberseite der Leiterplatte 
1 auf die dritte Schicht 4 und auf die zweite Leiterstruk- 
tur 3 geleitet. Auf diese Weise erfolgt ein schneller War- 20 
metransport von der Oberseite zur Unterseite der 
Leiterplatte 1. Da die dritte Schicht 4 einen groBen 
Querschnitt aufweist, findet ein guter Warmetransport 
auch in vertikaler Richtung in der Leiterplatte 1 statt. 
Damit wird die auf der Oberf lache der Leiterplatte 1 ent- 2s 
stehende Warme mdglichst gleichmaBig uber die 
gesamte Leiterplattenfiache verteilt und punktuell hohe 
Temperaturen am Leistungsbauelement vermieden. 

Figur 2 zeigt eine weitere Leiterplatte 13, die auf 
der Oberseite die erste' Leiterstruktur 2 und auf der 30 
Unterseite die zweite Leiterstruktur 3 aufweist. Unter 
der ersten Leiterstruktur 2 ist die erste Isolationsschicht 
5 angeordnet. Auf die erste Isolationsschicht 5 folgt die 
dritte Schicht 4. Die dritte Schicht 4 weist eine Dicke von 
bis zu 200^m auf. Auf die dritte Schicht 4 folgt eine breit 35 
ausgebildete dritte Isolationsschicht 14. Die Dicken der 
Schichten entsprechen den Dicken der Schichten der 
Figur 1 . 

An die dritte Isolationsschicht 14 schlieBt sich eine 
elektrisch und thermisch leitende vierte Schicht 10 an. 40 
Die vierte Schicht 10 ist uber eine zweite Isolations- 
schicht 1 5 von der zweiten Leiterstruktur 3 getrennt. Die 
vierte Schicht 1 0 weist eine Dicke von bis zu 200 \im auf 
und ist in Analogie zur dritten Schicht 4 aufgebaut. Die 
erste Durchkontaktierung 6 verbindet die erste und die 45 
zweite Leiterstruktur 2,3 und die dritte und die vierte 
Schicht 4,10 elektrisch und thermisch leitend miteinan- 
der. 

Fur spezielle Anwendungen sind die erste und die 
zweite Leiterstruktur 2, 3 voneinander elektrisch isoliert, so 
wobei die erste Durchkontaktierung 6 elektrisch gegen 
die erste und die zweite Leiterstruktur 2, 3 isoliert ist. 

Eine vierte Durchkontaktierung 1 1 verbindet die 
erste Leiterstruktur 2 mit der dritten Schicht 4. Eine 
funfte Durchkontaktierung 12 verbindet die vierte 55 
Schicht 10 mit der zweiten Leiterstruktur 3. Die Durch- 
kontaktierungen bestehen beispielsweise aus Kupfer 
Oder Lotzinn. Da die erste und zweite Isolationsschich- 
ten 5,15 besonders dunn sind, erfolgt ein zusatzlich 
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guter Warmetransport von der ersten Leiterstruktur 2 
auf die dritte Schicht 4 bzw. von der vierten Schicht 10 
zur zweiten Leiterstruktur 3. 

Durch die Anordnung der dritten Schicht 4 und der 
vierten Schicht 10 und die thermische Anbindung der 
dritten Schicht 4 und der vierten Schicht 10 an das Lei- 
stungsbauelement wird ein effizienter Warmetransport 
in horizontaler Richtung innerhalb der Leiterplatte 13 
ermdglicht. Die dritte und vierte Schicht 4,10 sind bei- 
spielsweise aus Kupfer gebildet. 

Die Leiterplatte nach Figur 2 weist zwei thermisch 
und elektrisch leitende Schichten in Form der dritten 
und vierten Schicht 4,10 auf. Durch eine elektrische 
Trennung der dritten Schicht 4 von der vierten Schicht 
10 und eine elektrische Anbindung der dritten Schicht 4 
an die erste Leiterstruktur 2 und der vierten Schicht 10 
an die zweite Leiterstruktur 3 ist es mdglich, die Leiter- 
strukturen 2,3 auf unterschiedlichem eiektrischen 
Potential zu halten. 

Auf diese Weise kdnnen Bausteine, die an die erste 
oder zweite Leiterstruktur 2,3 angeschlossen sind, auf 
unterschiedlichem Potential gehalten werden. Dies ist 
von Vorteil bei der Verwendung von Bauelementen, 
deren Arbeitsbereiche an unterschiedliche elektrische 
Potentiale angepaBt sind. Da die dritte und die vierte 
Schicht 4,10 elektrisch leitend sind, kdnnen diese auBer 
als Warmeleiter auch als Abschirmungen dienen. 

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Leiterplat- 
ten 1 und 13 bieten die Mdglichkeit, Leistungsbauele- 
mente und andere Baueiemente nur nach 
schaltungstechnischen Gesichtspunkten optimal auf 
der Leiterplatte anzuordnen, da ein Warmetransport 
nicht nur in senkrechter Richtung, sondern auch in ver- 
tikaler Richtung innerhalb der Leiterplatte stattfindet, 
und somit eine gute Verteilung der Warme gewahrlei- 
stet ist. 

Patentanspruche 

1. Leiterplatte (1, 13) mit einer in der Leiterplatte 
angeordneten elektrisch leitenden dritten Schicht 
(4), die auf der Ober- und Unterseite von einer 
ersten und von einer zweiten Isolationsschicht 
(5,15) bedeckt ist, wobei durch die dritte Schicht (4) 
elektrisch leitende Durchkontaktierungen (6,7,8) 
von der Oberseite zur Unterseite der Leiterplatte 
(1,13) gefuhrt sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
in die dritte Schicht (4) L6cher fur die Durchkontak- 
tierungen mittels Atzverfahren eingebracht sind. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die dritte Schicht (4) eine Dicke auf- 
weist, die kleiner als 200M.m ist. 

3. Leiterplatte nach einem der Anspruche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf der ersten Isola- 
tionsschicht (5) eine erste Leiterstruktur (2) aufge- 
bracht ist, und daB auf der zweiten 
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Isolationsschicht (15) eine zweite Leiterstruktur (3) 
aufgebracht ist. 

4. Leiterplatte nach Anspruch (3), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine dritte Isolationsschicht (14) auf s 
der Unterseite der dritten Schicht (4) aufgebracht 
ist, und daB auf der dritten Isolationsschicht (14) 
eine vierte Schicht (10) aufgebracht ist. 

5. Leiterplatte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 10 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste und die 
zweite Leiterstruktur (2,3) und die dritte und/oder 

die vierte Schicht (4,10) uber mindestens eine 
Durchkontaktierung (6, 7, 8, 11, 12) thermisch 
und/oder elektrisch miteinander verbunden sind. 75 

6. Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte mit 
einer elektrisch und thermisch leitenden Schicht mit 
Durchkontaktierungen, wobei in die thermisch lei- 
tende Schicht Locher eingebracht werden, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB die Ldcher in die elektrisch 
und thermisch leitende Schicht mittels fotolithogra- 
phischer Verfahren und Atzverfahren eingebracht 
werden. 
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FIG.1 



FIG. 2 
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Abstract of EP0741504 

The circuit board (1 ) has upper and lower circuit 
structures (2,3) on opposite sides of a central 
core which is assembled from electrically- and/or 
thermally-conductive layers (4), in alternation with 
insulating layers (5,15). The upper and lower 
circuit structures and the electrically- and/or 
thermally conductive layers are connected 
together via through contacts (6,7,8), fitted 
through bores formed in the electrically - ar?d/or 
thermally-conductive layers via etching. 
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